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Abstract (Aim, Use
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SiCエピ基板表面のステップ制御検討を行った．プラズマエッチング処理後のエピ
層表面のステップの様子をAFMで観察した．

実験
Experimental

SiC基板上にSiCエピ層と1ミクロンの厚みに積層した．このエピ層の主面を塩素系
ガスを利用したドライエッチング法により約200nmエッチング処理した．最適化し
たエッチング条件により処理した基板主面のAFM観察によりエッチング後の表面に
原子層ステップが形成されているか確認した．

結果と考察
Results and Discussion

エッチング後のAFM像を添付する．主面には原子層ステップが露出していることが
確認できた．このステップの高さはおよそ0.25nmだった．この長さはSiC単結晶の
バイレーヤー1層分に等しく、エッチング後のエピ基板表面に原子層ステップの形
成しながらエッチングできる条件を見出した．これはSiCの再成長法の開発に資す
るものである．
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図１．SiC基板のAFM像
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